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Tło: 
 Nanodruty półprzewodnikowe, w szczególności struktury z azotków grupy III, są 
intensywnie rozwijane jako elementy nowoczesnych przyrządów optoelektronicznych. 
Jednym z kluczowych wyzwań pozostaje wiarygodna, ilościowa analiza rozkładu 
domieszek, defektów i zanieczyszczeń w strukturach o skali nanometrycznej. 

Projekt zakłada połączenie trzech komplementarnych technik: SIMS, TEM oraz 
modelowania komputerowego. Integracja informacji chemicznych, strukturalnych 
i modelowych ma umożliwić uzyskanie pełniejszego obrazu badanych nanostruktur oraz 
lepsze zrozumienie mechanizmów inkorporacji domieszek i ich wpływu na właściwości 
materiałowe i elektryczne. 
 
Cel projektu:  
 Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie uniwersalnych procedur korelacyjnej 
charakteryzacji nanodrutów półprzewodnikowych z wykorzystaniem technik SIMS, TEM 
i symulacji komputerowych. 

Badania obejmą m.in. nanodruty GaN, InGaN, AlGaN, a także struktury z materiałów 
III-V oraz Si i SiGe. Projekt będzie dotyczył m.in. rozkładu domieszek, defektów, interfejsów, 
złączy p-n oraz kontaktów metal–półprzewodnik. 

Rezultatem będzie metodologia, która zostanie zwalidowana, sformalizowana 
i wdrożona w Łukasiewicz–IMiF jako nowa kompetencja badawczo-wdrożeniowa oraz 
specjalistyczna usługa B+R. 

Poszukujemy osoby zainteresowanej prowadzeniem interdyscyplinarnych badań na 
pograniczu inżynierii materiałowej, fizyki półprzewodników, mikroskopii elektronowej, 
analizy materiałowej i modelowania komputerowego. 
 
Wymagania:  

• tytuł magistra fizyki, inżynierii materiałowej, mechatroniki, elektroniki, elektrotechniki, 
chemii lub pokrewnej dziedziny 

• zainteresowanie tematyką nanostruktur półprzewodnikowych oraz metodami ich 
charakteryzacji 

• znajomość fizyki ciała stałego i fizyki półprzewodników będzie atutem 

• znajomość podstaw metod mikroskopii elektronowej (TEM), spektrometrii mas jonów 
wtórnych (SIMS) lub modelowania komputerowego będzie dodatkowym atutem 

• doświadczenie w pracy w pomieszczeniach typu „clean-room”, krystalizacja cienkich 
warstw półprzewodnikowych technikami próżniowymi 

• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 

• wysoka motywacja do pracy naukowej, umiejętności analityczne i samodzielność 

https://www.ifpan.edu.pl/instytut-fizyki-pan/oddzialy-naukowe/oddzial-fizyki-i-technologii-nanostruktur-polprzewodnikow-szerokoprzerwowych/on4-5-zespol-wzrostu-mbe-nanostruktur-azotkowych.html
https://www.ifpan.edu.pl/instytut-fizyki-pan/oddzialy-naukowe/oddzial-fizyki-i-technologii-nanostruktur-polprzewodnikow-szerokoprzerwowych/on4-5-zespol-wzrostu-mbe-nanostruktur-azotkowych.html
https://www.ifpan.edu.pl/instytut-fizyki-pan/oddzialy-naukowe/oddzial-fizyki-i-technologii-nanostruktur-polprzewodnikow-szerokoprzerwowych/on4-5-zespol-wzrostu-mbe-nanostruktur-azotkowych.html
https://www.ifpan.edu.pl/instytut-fizyki-pan/oddzialy-naukowe/oddzial-fizyki-i-technologii-nanostruktur-polprzewodnikow-szerokoprzerwowych/on4-5-zespol-wzrostu-mbe-nanostruktur-azotkowych.html


• gotowość do pracy eksperymentalnej z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury 
badawczej 

 
 
Finansowanie: 

Doktorat będzie realizowany w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy 2026”, 
z możliwością jednoczesnego prowadzenia działalności zawodowej w Łukasiewicz – 
Instytucie Mikroelektroniki i Fotoniki (IMiF) oraz kształcenia w Warszawskiej Szkole 
Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych w IF PAN. 
Doktorant/-ka otrzyma: 

• 4 053 zł miesięcznie w I i II roku kształcenia, 

• 6 176 zł miesięcznie w III i IV roku kształcenia. 
Ponadto w ramach realizacji projektu zapewnione będzie finansowanie materiałów 

badawczych, udziału w konferencjach i szkoleń związanych z realizacją doktoratu. 
Doktorant/-ka będzie miał(a) dostęp do zaawansowanej infrastruktury badawczej IF PAN 

i Łukasiewicz – IMiF oraz wsparcie merytoryczne zespołów badawczych obu instytutów. 
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